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持続性高温材料プロセス

マテリアル工学専攻

［溶融合金から半導体を創る
―次世代半導体SiC，AlNの溶液成長］

100 μm

結 晶 欠 陥 を 起 点 に
溶 解 ピ ッ ト を 形 成

SiCが溶解する様子(1300℃)

低温

高温SiC基板
溶液

SiC溶解原料

革新的な材料プロセスを創り出す

SiCが成長する様子(1400℃) 50 μm

スパイラル成長が進行 ステップに覆われて
スパイラル成長が停止

可 視 光 透 過 観 察 法 に よ る
高温反応界面のリアルタイム観察

R e a l - t i m e o b s e r v a t i o n o f r e a c t i n g i n t e r f a c e
at high temperature using visible l ight transmission

FZ法によるSiCの低温高速成長技術

ワイドギャップ半導体結晶の溶液成長
Solution growth of single crystals of wide-gap semiconductors

鉄鋼精錬プロセスの反応界面制御
Control of reacting interface during steelmaking process

1 5 0 0℃以下では
世界最高速での成長

精錬材

溶鋼 / 精錬材の反応制御

溶鋼

鋳型内の凝固組織制御

モールドフラックス/
凝固殻の界面現象

鋳片

冷却鋳型

タンディッシュ

溶融合金から半導体を創る
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